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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS ET CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2: Diodes de redressement

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la C La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publ es internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout{Comit intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementale mentales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabo i t avec IOrganisation

Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par a entre anisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions\techniqu &se , dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étan c omités Hationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme d dations interndtionales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports technique i comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification inte i i io de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la me j 5 grnationales de la CEIl dans leurs normes

5) me indication d’approbation et sa responsabilité
6) L’attention est attirée s i ai Iléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété droifs analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

La Norme interna établie par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets
a semicondu ] }

FDIS Rapport de vote

47E/136/FDIS 47E/143/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette

date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
* amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 2: Rectifier diodes

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical/and etectronic fields To

entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in<the s It W|th ‘may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-govg c €

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates\closel ith e International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determine 9 gtween the

two organlzatlons

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical ma
international consensus of opinion on the relevant subjects since €ea
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A is for information only.
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e withdrawn;
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e« amended.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS ET CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2: Diodes de redressement

Note d'introduction

La présente publication doit étre utilisée avec la CEI 60747-1 qui donne les informations de
base sur:

— la terminologie;

— les symboles littéraux;

— les valeurs limites et caractéristiques essentielles;

— les méthodes de mesure;

— laréception et la fiabilité.

1 Domaine d'application

La présente publication donne les ous-catégories suivantes de

dispositifs.

Diodes de redressement, y compris:

Pour les_réf 5. datéesytés amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliqu S ois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme

des documents nohmatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la derniéere édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de I'lSO possedent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Partie 1: Généralités
Amendement 3 (1996).

3 Termes et définitions

Conformément aux Directives ISO/CEIl pour la rédaction et la présentation des Normes
internationales, cette partie de la CEl 60747 contient seulement les définitions nécessaires a la
compréhension des termes utilisés et leur signification exacte. D'autres définitions figurent
dans la CEIl 60747-1 et dans le chapitre 521 du Vocabulaire Electrotechnique International
(CEI 60050(521)).
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